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и в сторону его получателя. Мощность, вводимая в оптическое волокно, 

распространяется не одинаково в сторону источника и в сторону получателя для всех 

исследуемых длин волн. Коэффициент ввода в сторону источника принимает меньшие 

значение, чем коэффициент ввода в сторону получателя. При этом, если поменять 

местами вход и выход ответвителя-прищепки, то ситуация изменяется 

на противоположную. Такое распределение мощности связано с расположением 

макроизгиба, созданного ответвителем-прищепкой. Чем большее расстояние проходит 

сигнал, тем большие потери он испытывает. 

Таким образом, установлено, что реализация компенсационного метода съема 

информации возможна, но с учетом расположения точки ввода оптического излучения 

в макроизгиб.  На основании проведенных исследований предложена методика оценки 

применимости компенсационного съема информации из оптического волокна 

при помощи ответвителей-прищепок. 
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Современный мир становится все более информационным, и при этом 

количество защищенной информации значительно возрастает. По этой причине, 

создается все больше возможностей для кибератак и киберпреступлений, что в свою 

очередь увеличивает спрос на специалистов в области защиты информации. 

Подготовка компетентных специалистов является одной из главных задач в этой 

области. 

Специалисты по защите информации должны обладать определенными 

компетенциями, включающими знания и навыки в области криптографии, сетевых 

протоколов, программного обеспечения для защиты информации, методов анализа и 

оценки уязвимостей систем, а также знания правовых и организационных аспектов 

защиты информации. Кроме того, специалист по защите информации должен уметь 

анализировать и оценивать риски безопасности, создавать и реализовывать политику 

безопасности, а также уметь разрабатывать и внедрять системы защиты информации. 

Знания в этих областях могут помочь специалистам по защите информации 

разрабатывать и внедрять наиболее эффективные системы защиты информации, 

а также эффективно реагировать на возможные угрозы безопасности. 

Подготовка компетентных специалистов является одной из главных задач в этой 

области. Однако, существует ряд проблем и недостатков в обучении студентов в этой 
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сфере. Одна из основных проблем заключается в том, что существующие учебные 

программы в высших учебных заведениях недостаточно освещают важность защиты 

информации и не дают должного количества знаний для успешной карьеры в этой 

области. Учебные проекты и задания могут быть не связаны с реальной жизнью и 

практически не помогают приобрести необходимые реальные навыки. Кроме того, 

отсутствие доступа к новейшим технологиям в области защиты информации 

для учебных заведений может быть еще одной причиной, по которой студенты 

остаются в устаревшей информационной среде. Это может заставить их оставаться 

пассивными в этой сфере и не дает им соревноваться в рынке труда. Также одной 

из причин недостаточной подготовки специалистов по защите информации может быть 

и отсутствие мотивации у студентов. И если этот курс является не обязательным, 

они могут не обращать на него должного внимания. Однако необходимо заметить, 

что успешное обучение специалистов в этой области также зависит от его содержания 

и методов преподавания. При использовании новейших методов информационных 

технологий, обучение может стать более интересным и привлекательным. Кроме того, 

когда студенты имеют доступ к новейшим технологиям, практически проводимые 

лабораторные работы могут дать им ценный опыт и помочь приобрести новые 

и востребованные навыки.  

В целом, подготовка специалистов в области защиты информации является 

сложным и многогранным процессом. Студенты должны иметь доступ к новейшим 

технологиям, проходить интересные и полезные курсы, которые не только научат их 

теоретическим знаниям, но и предоставят практические навыки для успешного 

устройства на работу. Только в таких условиях студенты смогут готовиться к сложным 

задачам защиты информации в реальном мире, и зайти на это поле боя со всеми 

положительными эмоциями и знаниями. 
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Слоистые наноструктуры сверхпроводник (S) – ферромагнетик (F) являются 

естественной элементной базой сверхпроводниковой спинтроники; ее первой основной 

задачей является управление сверхпроводящим состоянием каждого из S-F элементов 

путем задания его магнитного состояния [1]. Одна из проблем, сопряженная 

с решением основной задачи – учет влияния процессов спин-орбитального 

и парамагнитного рассеяния электронов на характеристики сверхпроводимости  

S-F структур и, в частности, на их критическое состояние. Данная проблема решалась 

в настоящей работе в рамках микроскопической теории в формализме 


